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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 31.17.39

Тема дисертації:
1. Вирощування легованих монокристалів InSb і моделювання конвекції в розплаві при впливі ультразвуку

2. The growth of doped InSb single crystals and the convection modeling in the melt under ultrasound influence

Реферат:
1. . Об'єкт дослідження - шарувата неоднорідність домишок, що виникає при вирощуванні монокристалів
напівпровідникових матеріалів, мета дослідження - в розробці способу зниження шаруватості при
вирощуванні монокристалів InSb методом Чохральського, легованих телуром. Методи дослідження:
модифікований метод Чохральського; метод хімічного травлення, оптична й електронна мікроскопія; метод
"світлового ножа" із застосуванням відеозапису і комп'ютерної обробки результатів експериментів.
Теоретичні та практичні результати, новизна: розроблен спосіб вирощування монокристалів
напівпровідників в ультразвуковому полі. Показано, що вплів ультразвуку з частотою від 0,6 до 5,0 МГц
усуває шаруватість у області "грані". Ступінь упровадження: запропонований спосіб вирощування кристалів
застосовано для росту монокристалів GaAs і Bi-Sb. Сфера використання: технологія напівпровідникових
матеріалів.



2. Object of investigation - the dopant striations, which appear in growing semiconductors single crystals, aim of
investigation - the develop of the striations decrease method in growing InSb single crystals Te doping by
Czochralski method. Methods of investigation: the modified Czochralski method, the method of chemical etching,
the optical and electronic microscope, "light cut" method. Theoretical and practical results: The method growing
semiconductor in ultrasonic field was developed. The introduction of ultrasonics at a frequency from 0.6 to 5 MHz
decreases the striations in the facet. Degree of inculcation: The proposal method of crystal growth used for
growing GaAs and Bi-Sb single crystals. Field of application: technology of semiconductors materials.
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